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(54) СПОСОБ ФОТОЛИТОГРАФИИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, а также однослойных и многослойных печатных плат для радиоэлектронной аппаратуры. Способ фотолитографии осуществляют следующим образом. Используют защитный слой, в котором путем травления формируют требуемый профиль с размерами элементов не более 1 мкм. Вначале на поверхность этого защитного слоя наносят единственный слой фоторезиста, в котором формируют первый экспонированный участок таким образом, что одна часть границ этого экспонированного участка совпадает с соответствующей частью границ требуемого профиля, подлежащего вытравливанию в защитном слое. При этом размеры первого экспонированного участка не менее чем в 2 раза превосходят размеры требуемого профиля. После этого в слое фоторезиста создается второй экспонированный участок таким образом, что часть границ этого второго экспонированного участка совпадает с оставшейся частью границ требуемого профиля. При этом размеры второго экспонированного участка не менее чем в 2 раза превосходят размеры требуемого профиля, а длительность экспонирования каждого экспонируемого участка определяется по приведенному соотношению. После этого производят один процесс проявления фоторезистивного рельефа, один процесс его задубливания и путем травления получают требуемый профиль. Изобретение позволяет уменьшить материальные и трудовые затраты, необходимые для получения элементов рельефа с размерами не более 1 мкм. 4 ил.

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, а также однослойных и многослойных печатных плат для радиоэлектронной аппаратуры.

Известен способ литографии, позволяющий получить рельеф с размерами менее 1 мкм, основанный на использовании в качестве актиничного излучения потока рентгеновских лучей, называемый рентгеновской литографией [У.Моро. Микролитография, т.1. - М.: Мир, 1990, с.12, 446], а также способ, основанный на использовании потока ускоренных электронов, называемый электронной литографией [У.Тилл, Дж.Лаксон. Интегральные схемы: материалы, приборы, изготовление. - М.: Мир, 1985, с.272].

Недостатками известных способов являются сложность и дороговизна оборудования, малая производительность, большие материальные и трудовые затраты.


Формула изобретения

Способ фотолитографии, включающий образование защитного слоя на поверхности подложки, нанесение фоторезиста, образование из фоторезиста рельефа не более 1 мкм с применением экспонирования участков фоторезиста, проявления фоторезистивного рельефа, его задубливания и травление требуемого профиля, отличающийся тем, что производят нанесение одного слоя фоторезиста, в котором подвергают экспонированию последовательно один за другим два участка фоторезиста таким образом, что размеры каждого из них не менее чем в два раза превышают размеры соответствующего участка требуемого профиля, часть границ одного из экспонируемых участков совпадает с первой частью границ требуемого профиля, а часть границ второго экспонируемого участка совпадает со второй оставшейся частью границ требуемого профиля, причем длительность экспонирования tэксп каждого экспонируемого участка соответствует соотношению:
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,

где tэксп - фактическая длительность экспонирования участка фоторезиста в проводимом процессе;

tном - номинальная длительность экспонирования участка фоторезиста, в течение которой экспонируемый участок фоторезистивного слоя получает такую дозу актиничного излучения, которая достаточна для протекания фотохимических реакций во всем объеме фоторезиста, находящегося на этом участке, с последующим проявлением фоторезистивного рельефа.

